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ミニマルファブでは規格化された超小型の装置でﾊｰﾌ

ｲﾝﾁｳｴｰﾊを用いたデバイス作りを行いながら装置開発を

している。デバイスの不純物ドーピングとして、イオン注入

法が未だ使用できないので液体ドーパントを用いたプロ

セスを開発中である。Si 基板にホウ素やリンを熱拡散させ

た後の不純物濃度や拡散深さを SIMS にて分析し、拡散

条件の最適化を進めている。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

SIMS 分析装置：ADEPT-1010（ULVAC-PHI inc） 
触針式段差計 

【実験方法】 
CMOS の p ウエル、ソース、ドレイン層を形成する条件

と同じ条件でボロンとリンを拡散させた試料（4 点）を作製。

O2+ 1 次イオンにて試料を分析した。濃度については同

条件の標準試料による濃度換算と深さについては触針式

段差計による深さ測定とエッチング速度から抽出した。 
 

Fig. 1 に今回の分析試料の一つであるボロン拡散につ

いての分析結果を示す。CMOS における p ウエル形成と

同じ条件でのボロン拡散の濃度と深さについて示してい

る。試料の表面から 0.8µm 厚までと表面から 3µm までの

２つに分けて、深さ方向の削る速度を変えて分析したもの

である。この試料はボロン拡散層の上に熱酸化膜を形成

しドライブイン拡散しており、ボロン拡散層側でボロン濃度

が下がっており SiO2 側で高くなっている。SiO2/ボロン拡

散層界面でボロンの再分布がおきていることもわかった。

CMOS を作る上でこの p ウエル表面濃度は nMOS のし

きい値電圧を決めるもので重要な因子である。今回の分

析でこの p ウエル表面濃度を知ることができボロン拡散の

条件設定に大いに役に立った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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